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ubiegajqcego sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Podstawa prawna

t Zaproszenie Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problemdw Techniki PAN do
opracowania opinii z dnia l0lipca 2012, oraz zlecenie dyrehora IPPT PAN, prof. dr hab. in2.
Andrzeja Nowickiego z dnia 11 lipca 2012.

o Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zalcresie sztuki z
dnia l4 marca 2003 (z p6iniejszymi zmianami z dnia IB marca 2011).

o Rozporzqdzenie Ministra Nauki i SzkolnictwaWy2szego z dnia l wrzefnia 2011 r. w sprawie
lcryteri6w oceny osiqgniqt osoby ubiegajqcej siq o nadanie stopnia doktora habilitowanego
(Dz. U. Nr 196, poz. 1165).

Przedmiotem niniejszej oceny szu

1. Osi4gnigcia naukowe w postaci jednotematycznego cyklu publikacji pt. ,,Numeryczna
analiza struktur krystalicznych i ich defekt6w na poziomie nanoskali", zawierajecego
pozycje H1 - H6.

2. Osi4gnipcia w postaci innych opublikowanych prac nauko!\rych lub tw6rczych prac

zawodowych a takhe osi4gnigcia w zakresie dydaktyki, wsp6lpracy naukowej i
popularyzacji nauki.

1 Przedstawienie sylwetki naukowej Habilitanta

Pan dr inz. GrzegorzMaciejewski jest absolwentem WyZszej Szkoly InZynierskiej w Opolu,
gdzie w roku 1993 uzyskal tyttil magistra in?yniera budownictwa w ramach specjalnoSci
Teoria Konstrukcji. Stopieri doktora nauk technicznych w zakresie Mechaniki uzyskal
Habilitant w roku 2003 na podstawie rczprary doktorskiej na temat ,,Zastosowanie metody
element6w skoriczonych do wyznaczania rozklad6w naprEhefi residualnych w



heterostrukturach". Praca doktorska zostaNaprzygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawla

DluZewskiego a obrona mialamiejsce w Instytucie Podstawolvych Problem6w Techniki PAN

w Warszawie. Dr inz. Grzegorz Maciejewski pracuje w IPPT PAN od roku 1995, najpierw na

stanowisku asystenta, a nastgpnie od roku 2003 na stanowisku adiunkta.

W dorobku naukowym Habilitanta znqdqe sig 20 recenzowanych prac naukowych, z czego

16 powstalo po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych. Ponadto, do

dorobku naukowego nale?y zaliczyc 8 nierecenzowanych prac naukowych, z czego 6
powstalo w okresie po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych..Dr inz. Grzegorz

Maciejewski wyglosil 10 referat6w na miqdzynarodowych lub laajowych konferencjach

tematycznych. Habilitant kierowal wreszcie 2 projektami badawczymi i uczestniczyN jako

wykonawca w 8 kolejnych projektach badawczych.

2 Ocena publikacji stanowi4cych osi4gnipcie naukowe, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 2

Ustawy

Dr inL. Grzegorz Maciejewski przedstawil jako gl6wne osi4gniqcie naukowe 6 prac (H1-H6),

stanowi4cych jednotematyczny cykl publikacji pod wsp6lnym tytulem ,,Numeryczna analiza

deformacji struktur krystalicznych i ich defekt6w na poziomie nanoskali":

1. G. Maciejewski, P. Dluzewski, Nonlinear finite element calculations of residual stresses in
dislocated crystals, Computational Materials Science, vol. 30 (1-2),44-49,2004.

2. G. Maciejewski, S. Kret, P. Ruterana, Piezoelectric field around threading dislocation in GaN
determined on the basis of highresolution transmission electron microscopy image, Journal of
Microscopy, v ol. 223 (3), 212-21 5, 2006.

3. G. Maciejewski, M. Sarzyriski, J. Z. Domagala M. Leszczyriski, A new method of strain
determination in partially relaxed thin films, Physica Status Solidi C, vol. 4 (8), 3048-3055,
2007.

4. G. Maciejewski, Plastic strain field caused by dislocations, Physica B: Condensed Matter,
vol. 401-402, 699-7 0I , 2007 .

5. S. Kret, P. Dtu2ewski, A. Szczepafska, M. Zak, R. Czernecki, M. Krysko,M.Leszczvfski, G.
Maciejewski, Homogenous indium distribution in InGaN/GaN laser active structure grown by
LPMOCVD on bulk GaN crystal revealed by transmission electron microscopy and X-ray
diffraction, Nanotechnology, vol. l8 (46), 465707,2007 .

6. A. Czylak, J. Z. Domagata, G. Maciejewski, Z.R. Zytkiewicz, X-ray diffraction micro
imaging of strain in laterally overgrown GaAs layers. Part I: analysis of a single GaAs stripe,
Apptied Physics A, vol. 91 (4),601-607,2008.

SpoSr6d szeSciu prac piEd jest wsp6lautorskich a jedna ma charakter indywidualny. Habilitant
przedstawil oSwiadczenia wsp6lautor6w zawierajqce okreSlenie ich indywidualnego wkladu

do poszczeg6lnych publikacji. Warto podkreSlid, 2e cho(,liczba prac wchodzqcych w sklad
jednotematyczrego cyklu publikacji nie jest imponuj4ca to jednak ranga czasopism, w

kt6rych te prace zostaNy opublikowane budzi uznanie. S4 to czasopisma z zal<resu nauki o

materialach, takie jak Computational Materials Science czy Journal of Microscopy-Oxford,



oraz czasopisma z zal<resu fizyki ciala stalego takie jak Applied Physics A czy Physica B:
Condensed Matter.

Na wstgpie warto podkreSli6 niezwykle nowoczesny i interdyscyplinarny charakter tematyki
wybranej przez Habilitanta. Analizadeformacji struktur krystalicznych i ich defekt6w lqczy w
sobie elemerfiy ftzyki i mechaniki ciala stalego z elementami inlynierii i technologii
material6w. Wsp6lnym mianownikiem powyzszych prac jest zastosowanie metod
obliczeniowych mechaniki do analizy stan6w odksztalceri i naprElen struktur krystalicznych
na poziomie nanoskalowym. Szczeg6lnqrolg odgrywa tutaj modelowanie stan6w naprgheit
generowanych w sieci krystalicznej przez defekty liniowe takie jak dyslokacje. Waznym i
ciekawym elementem jest takze modelowanie p61 odksztalceri oraz p6I elektrycznych
wywolywanych przez dyslokacje z uwzglgdnieniem sprzEhenia mechaniczno-elektrycznego.
Ponadto, w powyZszych pracach przeanalizowano odksztalcenia wynikajqce z
niedopasowania sieciowego warstw heterostruktury krystalicznej. Wzigto takZe pod uwagQ
rozldad niejednorodnoSci materiatru. W uzupelnieniu analizy numerycznej posluzono sip
metodami wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej. Tak wiEc wyniki otrzymane
metodami numerycznymi skorelowano z badaniami o charakterze doSwiadczalnym, co ma
i stotne znaczenie w o ceni e p oprawno S ci uzy skan y ch r ozwiqzan.

Ad 1) W pracy oznaczonej przez Habilitanta numerem Hl (1 cytowanie wg. WoS) rozwinipto
algorytm ..ur1znaczania p6l naprphefi resztkowych oraz zmiarry orientacji (rotacji) sieci w
I<rysztaNach zawieraj4cych dyslokacje. W tym celu posluZono sig kontynualn4 teori4
dyslokacji oraz metod4 element6w skoriczonych. W opisie uwzglgdniono symetrycznq i
niesymetrycznq czgSf niesprpZystych dystorsji wywolanych pruez dyslokacje w materiale
anizotropowym. Metodg zilustrowano na przyl*adzie p6l naprEhen wystEpuj4cych w poblizu
niskok4towej granicy dyslokacyjnej. Wynik analizy odniesiono do znanych rozwiqzuh
wynikaj4cych z liniowej teorii dyslokacji. WartoS6 naukow4artykulu naleay ocenid wysoko a
indywidualny wklad pracy Habilitanta wynosi 80%.

Ad 2) W pracy oznaczone4 numerem H2 (I cytowanie wg. WoS) zaprezentowano nowq
metodg okreSlania p6l piezoelektrycznych wystppujqcych wok6l dyslokacji, na podstawie
obrazSw offzymanych drog4elektronowej mikroskopii transmisyjnej wysokiej rczdzielczofici.
Pole elektryczne wok6l dyslokacji zostalo vqrznaczone w dw6ch etapach. Najpierw
wyznaczono pola odksztalceri sprg2ystych poslugujqc siE wysokorozdzielczq mikroskopi4
elektronowq a nastEpnie posluZono siQ metod4 fazy geometrycznej oraz metod4
numerycznego Wznaczania rozldadu potencjalu elektrycznego. Zaproponowane podejScie
pozwala na dekompozycjE pola elektrycznego na pole pochodzqce od ladunku
zgromadzonego na linii rdzenia dyslokacji i pole pochodz4ce od odksztalceri (efekt
piezoelektryczny). W celu okreSlenia rozldadu pola elektrycznego w pobliZu rdzenia
dyslokacji wykonano analizp metod4 fazy geometrycznej oraz metodq element6w
skoriczonych. W analizie pola elektrycznego wziEto pod uwagE niejednorodny rczklad
odksztalceri, geometriq pr6bki oraz pelne sprzgZenie mechaniczno-elektryczne. Metoda
zostala zilustrowananaprzykl.adzie cienkiej warstwy GaN. Artykul ma charakter w wiEkszym
stopniu doSwiadczalny niz teoretyczny. WartoS6 naukow4 artykulu oceniam wysoko a
indywidualny wklad pracy Habilitanta wynosi 70%.



Ad 3) Praca ozraczona numerem H3 (brak cytowari wg. WoS) dotyczy v,,yznaczania

odksztalceri w czpSciowo zrelaksowanych cienkich warstwach epitaksjalnych. W pracy

wykorzystano efekt niedopasowania sieciowego miEdzy l<rysztaNami GaN, AIN oraz InN co
prowadzi do znacznego wygigcia struktury epitaksjalnej. Pomiar l<rzywizny wygiqtej pr6bki

pozwala na weryfikacjE stopnia zrelaksowania warstw epitaksjalnych. Z uwagi na fal<t, iz

klasyczna formula Stoney'a nie sprawdza sig w przypadku cienkich warstw zawierajqcych

dyslokacje niedopasowania, zaistniala potrzeba opracowania metody pozwalaj4cej na opis

deformacji warstw epitaksjalnych, w kt6rych zaszNa relaksacja o charakterze niesprpzystym.

W omawianej pracy zaproponowano podejScie numeryczne z uzyciem MES w kontekScie

mechaniki kontynualnej w zakresie skoriczonych odksztalceri. Parametry sieci warstw

krystalograficznych zmierzono za pomocq dyfrakcji rentgenowskiej, zar6wno w kierunku

r6wnoleglym jak i prostopadlym do kierunku wzrostu. Natomiast stopieri zrelaksowania

warstw uzyskano poprzez numeryczne dopasowanie I<rzywizny pr6bki do lcrzywizny

zmieruonej doSwiadczalnie. Warte podkreSlenia s4 dwa elementy nowatorskie, wystgpuj4ce w

omawianej pracy: wprowadzono stopiefr relaksacji cienkiej warstwy (gEstoSci dyslokacji) na
jej g6rnej powierzchni oraz uwzglpdniono zalehnoSd objptoSci warstwy krysztalu podczas

wzrostu epitaksjalnego od iloSci kolumn atomowych podlola. WartoSi naukow4 artykulu

oceniam wysoko a wklad pracy Habilitanta wynosi 60%.

Ad 4) Praca oznaczona numerem H4 (brak cytowari wg. WoS) jest jedyn4 indywidualn4
publikacj4 Habilitanta w przedstawionym cyklu prac. W pracy zaproponowano metodg

Wznaczania pola odksztalceri niesprpZystych wok6l pojedynczej linii dyslokacyjnej. Metoda

zaproponowana przez Autora ponownie odwotuje siq do kontynualnej teorii dyslokacji oraz
do MES. W celu zilustrowania metody przedstawiono opis energetyczny dyslokacji Srubowej
w krzemie. W szczeg6lnoSci wyznaczono energiE rdzenia dyslokacji. Uzyskane rczultaty
por6wnano z wynikami analizy metod4dynamiki molekularnej i wskazano nadobrqzgodnoSd

obydwu podejSi. Zaproponowana metoda pozwala v,ryznaczyt nie tylko energig rdzenia

dyslokacji ale takhe jego rozmiar. PowuZne ograniczenie modelu wynika z pominiqcia

dyskretnej struktury materii i ograniczenia sig do podejScia kontynualnego. Praca jest

niezwykle zwarta(liczy niewiele ponad dwie strony)inalezyj4traktowa6 jako otwarcie pola

do dalszych szerokich badafi w tym zakresie.

Ad 5) Kolejna praca oznaczona numerem H5 (8 cytowari wg. WoS) ma wyra1nie
interdyscyplinarny charakter i dotyczy opisu struktury krystalograficznel studni kwantowych

InGaN/GaN wzrastalqcych na nisko-defektowych podloLach krysztalu GaN. W artykule
przedstawiono analizE Wznaczania koncentracji indu w warstwach In*Ga1-1.1, na podstawie

obraz6w wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej. Ponadto, wykonano por6wnanie

wynik6w analizy mikroskopowej z wynikami dyfrakcji rentgenowskiej w odniesieniu do tych

samych pr6bek. W celu Wznaczenia profilu skladu chemicznego przeprowadzono symulacjg

deformacji pr6bek nanometrycznych rczmiar6w. W analizie wzigto pod uwagp nastgpuj4ce

elementy: relaksacjE cienkiej folii, warunki brzegowe podczas obserwacji mikroskopowej,
geometrip wielokrotnych studni kwantowych, podejScie geometrycznie nieliniowe (skoriczone

odksztalcenia). Obliczenia przeprowadzono metod4 element6w skoriczonych. Wyniki
obliczeri byly korelowane z rezultatami badari doSwiadczalnych. Nad artykulem pracowalo 8



autor6w. Wklad Habilitanta do tej pracy wynosi 20oh. Prcca jest bardzo wartoSciowa a IF
czasopisma Nanotechnology wynosi 3.65.

Ad 6) Ostatnia praca w przedstawionym cyklu, oznaczona numerem H6 (3 cytowania wg.
WoS), zostala poSwigcona anahzie odksztalceri w warstwie GaAs:Si, rosn4cej przy u?yciu

epitaksji zfazy cieklej metod4poprzecznego narastanianapodloZu GaAs maskowanym SiO2.
W pracy wykazano drog4doSwiadczaln6iz usuniqcie maski SiO2 powoduje dystorsjg pask6w

ELO (epitaxiallateral overgrowth) ,,zplaszczyzr^ty", tzn. wygipcie swobodnych skrzydet ELO
ku g6rze. Przyjqto roboczq hipotezE, iz 1rodNem naprpheh resztkowych jest niejednorodne
domieszkowanie krzemu. Przeprowadzono nastqpnie analizq relaksacji swobodnych skrzydel
ELO za pomoce dwuwymiarowej rcprezentacji, przy zaNoheniu uproszczonego modelu

skrzydla. Odksztalcenia niedopasowania wynikaj4ce z niejednorodnego domieszkowania
krzemu zamodelowano jako odksztalcenia niesprgZyste. Uzyskano dobr4 zgodnoSi wynik6w

symulacji numerycznych z rczultatanri badari doSwiadczalnych. Praca ma charakter przede

wszystkim doSwiadczalny. Indywidualny wklad Habilitanta, polegajqcy na zbudowaniu
modelu numerycznego, wynosi l5%.

Warto podkreSlid, i2 wsp6lnym mianownikiem powyZszych prac jest odwotanie sig do
kontynualnej teorii dyslokacji oraz do metody element6w skofrczonych jako narzpdziaanalizy
numerycznej wybranych zj awisk.

Podsumowuj4c, do najwuZniejszych oryginalnych osi4gnig6 Habilitanta w przedlohonym

cyklu publikacj i nale?y zaliczy (, :

o Opracowanie nowego podejScia do rozwiqzania zagadnienia ..uqiznaczania naprqheit
przy za\olonym rczl<Nadzie dyslokacj i (H 1 ).

o Zaproponowanie metody .vqiznaczania rozldadu pola elektrycznego wok6t dyslokacji
(H2).

o Zaproponowanie metody wyznaczania deformacji czgSciowo zrelaksowanych cienkich
warstw (H3).

o Zaproponowanie metody Wznaczania odksztalcefl niesprEZystych powodowanych
przez poj edyncze dyslokacj e (H4).

. WyjaSnienie zwiqzku relaksacji cienkiej folii z rozkNadem przestrzennym faz

materialu, przy u?yciu MES (H5).
o Potwierdzenie hipotezy Zrodta wygigcia swobodnych czgSci struktur epitaksjalnych

(tzw. skrzydel ELO), przy u?yciu MES (H6).

USredniony wskaZnik zaangazowania Habilitanta w dw cyklu publikacji wynosi
3,4516:0,575, jest zatem bliski 58%. Bior4c pod uwagq niezwykle interdyscyplinarny
charakter poruszanych zagadnieri, ich wysoki stopieri trudnoSci oraz osi4gnipte wyniki, moja
ocena przedlohonego cyklu publikacji, stanowi4cych tzw. osi4gniEcie naukowe, jest
jednoznacznie pozytyv,na. Zaangrtowanie Habilitanta w rcalizacjg postawionych zadah i
proces publikacyjny jest wysokie (okoto 58%). Wyniki badah zostaly upowszechnione w
uznarrych czasopismach o zasiEgu migdzynarodowym lub Swiatowyffi, a sumaryczny IF dla
przedlohonego cyklu publikacji wynosi 9,6.



3 Ocena innych (nie wchodz4cych w sklad osi4gnipcia wymienionego w pkt. 2)
opublikowanych prac naukowych oraz wskaZnik6w dokonarf, naukowych

Ponihsza ocena odnosi siE przede wszystkim do dorobku naukowego, kt6ry powstal po
uzyskaniu przez dr inZ. Grzegorza Maciejewskiego stopnia doktora nauk technicznych, a
zatempo 2003 roku.

3.1 Autorstwo lub wsp6lautorstwo publikacji naukowych w czasopismach'znajdujqcych sig w
bazie Journal Citation Reports (JCR).

SpoSr6d pozostalych prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR warto wyr62ni6 grupQ
artykul6w o zblihonej tematyce do prac wchodz4cych w sklad gl6wnego osi4gniqcia
naukowego. Publikacje te ukazaly sip w tak renomowanych czasopismach jak: Physica Status
Solidi B, Journal of Alloys and Compounds, Computational Materials Science czy Materials
Chemistry and Physics. Jednak udziaN Habilitanta w przygotowaniu tych prac nie przel<racza
20% i w wiqkszoSci przypadk6w ogranicza siQ do wsp6ludzialu w modelowaniu
numerycznym i koricowej edycji manuskryptu.

Ponadto, wSr6d publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR na wyr62nienie zasluguje
niew4tpliwie inny cykl publikacji, obejmujqcy nastgpuj4ce pozycje:

1 G. Maciejewski, S. Stupkiewicz, H. Petryk, Elastic micro-strain energy at the austenite-
twinned martensite interface, Archives of Mechanics, vol. 57 (4\,277-297,2005.

2 S. Stupkiewicz, G. Maciejewski, H. Petryk, Low-energy morphology of the interface layer
between austenite and twinned martensite, Acta Materialia vol. 55 (18),6 292-6306,2007.

3 H. Petryk, S. Stupkiewicz G. Maciejewski, Interfacial energy and dissipation in martensitic
phase transformations. Part II: Size effects in pseudoelasticity, Journal of the Mechanics and
Physics of Solids, vol. 58 (3),375-389,2010.

4 S. Stupkiewicz, G. Maciejewski, H. Petryk, Elastic micro-strain energy of austenite-martensite
interface in NiTi, Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, vol. 20
(3),035001,20t2.

W powyZszych pracach skoncentrowano sig na analizie energii powierzchniowej
wystgpuj4cej w procesie przemiany fazowej, charakterystycznej dla tzw. stop6w z parrtigciq
ksztaltu. W najnowszych pracach z tego zakresu zbudowano w pelni tr6jwymiarowy model
ewolucji mikrostruktury martenzytycznq, uwzglEdniaj4cy efekt skali zwiqzany z energi4
powierzchniow4 granic miEdzyfazowych orazrozpraszanie energii zwiqzane z anihilacjqtych
granic. Obliczenia przeprowadzono w odniesieniu do takich stop6w jak NiTi czy CuAlNi.
Zbudowano stosowny model numeryczny z uwzglEdnieniem anizotropii faz oraz nieliniowej
kinematyki (duZe odksztalcenia). Poslu2ono siq metod4 element6w skoriczonych. UdziaL
Habilitanta w wiqkszoSci prac siggal 33% i polegal na budowie modelu numerycznego i
wykonaniu obliczeri. Warto podkreSlii, ze sumaryczny IF czterech w/w czasopism wynosi
9,35 a czasopisma takie jak Journal of the Mechanics and Physics of Solids czy Acta
Materialia nalelqdo wiod4cych w dziedzinie mechaniki i nauki o materialach i maj4 zasigg
Swiatowy.



3.2 Autorstwo/wsp6lautorstwo publikacji naukowych w czasopismach migdzynarcdowych
lub krajowych innych niz znqduj4ce sig w bazach lub na liScie. Autorstwo opracowaf
zbiorowych, dokumentacj i prac badawczych oraz ekspertyz.

W tej grupie prac warto wymienid recenzowane publikacje w zbiorolvych wydawnictwach
konferencyjnych, takich jak: PToc.IUTAM Symp. on Size Effects on Material and Structural
Behaviour at Micro and Nano-scales, Springer, 2006 czy Materials Research Society (MRS)
Proc., 2004. Pierwsza z nich dotyczyLa modelowania laminat6w austenitlmartenzyt z
uwzglgdnieniem wplywu energii powierzchniowej a druga segregacji indu w strukturach typu
In*Gar-N/GaN, uzyskiwanych technik4 osadzania warstw MOCVD. Indywidualny wklad
Habilitanta w tych pracach sipgaN33%o.

Ponadto, wSr6d nierecenzowanych prac nauko!\rych warto wymienid 2 prace, ktore ukazaNy
siq w zbiorowych wydawnictwach konferencyjnych American Institute of Physics (AIP)
Proc., 20lL W powyzszych pracach Habilitant zajS siq modelowaniem di6d laserowych
montowanych na rohnych podlo?ach. Wyniki symulacji numerycznych zal<rzywienia pr6bek
por6wnano z wynikami pomiar6w ugig6, kt6re maj4 istotny wplyw na emisjq energii przez

diody. Wklad Habilitanta w tych pracach wynosil 15%.

Opr6cz povtryZszych prac, w tej grupie nale?y wymienid takhe pigd nierecenzowanych
publikacji w wydawnictwach konferencyjnych o zasipgu mipdzynarcdowym i jedn4 pracE w
Physica Status Solidi C.

3.3 Kierowanie mipdzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udzial w
takich projektach.

Dr inZ. Grzegorz Maciejewski kierowat dwoma projektami badawczymi przyznanymi przez
MNiI oraz uczestniczytr jako wykonawca w kolejnych 8 projektach badawczych, w
wiEkszoSci finansowanych przez KBN oraz MNiI. W autoreferacie brak niestety informacji
na temat okresu realizacji tych projekt6w, aktualnego statusu (aktywny czy zan{<niEty) oraz
publikacji naukowych zwiqzanych z badaniami przeprowadzonymi w ramach projektu. Nie
wiadomo zatem czy te projekty zakonczyNy siE sukcesem. InformacjE na temat udzialu i
realizacjiprojekt6wbadawczychnale?yuznadzaniewystarczajqcar.

3.4 Referaty wygloszone na mipdzynarcdowych lub krajowych konferencjach naukowych.

Dr rn?. Grzegorz Maciejewski wyglosil w latach 1999-2011 10 referat6w na konferencjach
naukowych, w wipkszoSci o zasiggu migdzynarodowym. Brak jednak informacji na temat
tytul6w tych referat6w oraz ich autor6w. Brak r6wnie? informacji na temat ewentualnych
referat6w zaproszonych, kluczowych lub plenarnych. Informacjg na temat udzialu w
konferencjachnaukowychnaleiytakleuznatzanievtystarczqqcq.



W dorobku dr inL. Grzegorza Maciejewskiego nie wystEpuj4 monografie lub podrgczniki

naukowe. Brak r6wnieZ informacji na temat migdzynarcdowych lub krajowych nagr6d za
dzialalnofil naukowq.

Podsumowujap, mimo niepelnej informacji na temat rcalizacji projekt6w badawczych oruz
udzialu w konferencjach naukowych, dorobek naukowy i osi4gnigcia Habilitanta po

uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych nale?y oceni6 wysoko. Na szczeg6lnq uwagp
zasluguj4 dwa cykle prac opublikowanych w czasopismach zlisty JCR. Pan dr inL. Grzegoru
Maciejewski nale?y niew4tpliwie do grona utalentowanych badaczy o ugruntowanej juZ

pozycji naukowej w kraju i za granic4 o czym Swiadczqnastgpuj4ce dane:

o sulnaryczny IF publikacji naukowych wedlug listy Journal Citation Reports (JCR)

wynosi 30,63, w tym sumaryczny IF po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych
wynosi 26,26;

o og6lna liczba cytowari wedlug bazy Web of Science (WoS) wynosi 147 natomiast
indeks Hirscha wedlug tej samej bazy wynosi 7.

4 Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz informacji o wsp6lpracy
migdrynarodowej habilitanta

4.1 Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach miqdzynarodowych lub
krajowych.

Dr inz. Grzegorz Maciejewski uczestniczyl w bilateralnym polsko-francuskim programie

wymiany osobowej POLONIUM. Brak jednak informacji w jakim okresie miala miejsce
wymiana osobowa i jakiego oSrodka zagranicznego dotyczyNa. Ponadto, Habilitant
uczestniczyljako wykonawca w realizaqi projektu badawczego MATRANS, finansowanego
ze Srodk6w UE (program projekt6w ramowych). W odniesieniu do tego projektu brakuje
r6wnie2 poglEbionej informacj i.

4.2Udzial w konsorcjach i sieciach badawczych.

W autoreferacie brak informacji na ten temat.

4.3 Kierowanie projektami realizowanymi we wsp6lpracy z naukowcami z innych oSrodk6w
po lskich i zagraricznych.

W autoreferacie brak szczeg6lowej informacji na ten temat (patrz punkt 3.3).

4.4UdziaN w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism.

W autoreferacie brak informacji na ten temat.

4.5 Cz-lonkostwo w mipdzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach
naukowych.



W autoreferacie brak informacji na ten temat.

4.6 Osi4gnigcia dydaktyczne oraz osi4gnigcia w zakresie popularyzacji nauki.

W autoreferacie brak informacji na ten temat.

4.7 Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora
pomocniczego (z podaniem tytul6w rozpraw doktorskich).

W autoreferacie brak informacji na ten temat.

4.8 StaZe w zagranicznych lub krajowych oSrodkach naukowych lub akademickich.

W autoreferacie brak szczeg6lowej informacji na ten temat (patrz punkt 4.1).

4.9Udzial w zespolach eksperckich i konkursowych.

W autoreferacie brak informacji na ten temat.

4.I0 Recenzowanie projekt6w miqdzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w
czasopismach miqdzynarodowych i kraj owych.

W autoreferacie brak informacji na ten temat.

Podsumowuj4c nale?y stwierdzid, i2 dorobek dydaktyczny i popularyzatorski przedstawiony
w autoreferacie jest niewielki. PoglEbionej informacji o wsp6lpracy miqdzynarodowej
r6wnieZ brakuje. Z kontekstu mozna co prawda wywieS6, 2e taka wsp6lpraca miala miejsce
(np. P. Ruterana, CNRS-ENSICAEN, Caen, Francja), ale nie zostala ona szczeg6lowo
przedstawiona i udokumentowana. Generalnie, odnosi siQ wrrteniq 2e dzialalno!;6
dydaktyczna i popularyzatorska nie jest mocn4 stron4 Habilitanta a wsp6lpraca
miEdzynarodowa nie zostala wlaSciwie wyeksponowana. Autoreferat ma formE niezwykle
oszczgdnq i ogranicza siE niemal wylqcznie do dzialalnoici naukowej (publikacje,

konferencj e, proj ekty).

5 Uwagi kofcowe

Dr inz. Grzegorz Maciejewski jest osob4 zqmujqcq siq przede wszystkim badaniami
naukowymi. W tej materii odni6sl niew4tpliwy sukces o czym Swiadczy 16 recenzowanych i
6 nierecenzowanych publikacji, kt6re ukazaly sig po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
nauk technicznych. WSr6d recenzowanych publikacji wiqkszosl ukazala sig w czasopismach
z listy JCR. W dorobku publikacyjnym Habilitanta mohna wyr62ni6 dwa cykle publikacji.

Pierwszy znich (obszerniejszy) zostaL poSwiecony numerycznej analizie deformacji struktur
krystalicznych i ich defekt6w na poziomie nanoskali. Stanowi on gl6wne osiqgniEcie
Habilitanta a prace w nim zawarte byly cytowane 13 razy (wg. WoS). Natomiast drugi z nich
(wgZszy), dotyczqcy analizy energii powierzchniowej wystEpuj4cej w procesach przemiany

fazowej charakterystycznych dla stop6w z pamiEci4 ksztaltu, stanowi kolejne wahne
osiqgnigcie Habilitanta. Prace wchodz4ce w sklad tego cyklu byly cytowane 35 razy (wg.



WoS). Obydwa cykle wnosz4 istotny wktad do rozwoju Mechaniki, eksponuj qc walny
wsp6lczeSnie trend budowy modeli konstytutywnych opartych na zjawiskach frzycznych
identyfikowanych na poziomie sieci krystalicznej .

Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski nie zostal niestety szczegSlowo przedstawiony i
udokumentowany. Zabraklo r6wnieZ wyczerpuj4cej informacji na temat wsp6lpracy
migdzynarodowej. W tym zakresie trudno zatem o wysok4ocenqprzedloZonego dorobku.

6 Podsumowanie opinii oraz wniosek korficowy

Podsumowuj4c stwierdzam, i2 dorobek naukowy Habilitanta zawierajqcy mipdzy innymi dwa
cykle publikacji o niezwykle nowoczesnej i aktualnej tematyce nale?y oceni6 bardzo wysoko.
Stanowi on znaczny wklad Autora w rozw6j dyscypliny naukowej Mechanika. Uwu2am
ponadto, 2e osi4gniEcia naukowe Habilitanta s4 Swiadectwem jego wysokiej aktywnoSci
badawczej, samodzielnoSci i konsekwencji w realizacji postawionych cel6w. Natomiast
dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz dorobek w zakresie wsp6lpracy
mipdzynarodowej uwulamzaslabo udokumentowany i niewystarczajqco wyeksponowany.

Stwierdzam wreszcie, 2e przedstawiony do oceny dorobek naukowy spelnia odnoSne wymogi
ustawowe i wnoszp o nadanie Panu dr inZ. Grzegorzowi Maciejewskiemu stopnia naukowego
doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Mechanika.

Bkr.;5d"{
Blaiej Skoczeri
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